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1. 序論 

  型酸化ガリウム(Ga2O3)は 4.8 eV のワイ

ドバンドギャップ半導体で高効率大電力パワ

ーデバイスとして、研究が急速に進んでいる。

垂直ブリッジマン(VB)法は、種結晶の面方位を

選ぶことで、様々な結晶方位に成長できるため、

β型酸化ガリウム特有の結晶中の欠陥を減ら

せる可能性がある。 

最近、VB 法で 2 インチのバルクができるよ

うになり、そのバルク結晶をシンクロトロン X

線トポグラフィー法などで構造評価を行った

ところ、高品質特性が示されたので報告する。 

2. 実験方法 

  試料は、VB 法で、(001)面の種結晶を用いて

成長したバルク結晶である。そのバルク結晶を、

(001)面で板状に切断し、両面を機械研磨、CMP

処理をおこなったウエファーを観察した。 

3. 実験結果と議論 

  図 1 に(002)対称反射のＸ線回折ロッキング

カーブを示す。EFG 成長結晶は 31.21 秒の半値

幅なのに対し、VB成長結晶は 17.64秒となり、

非常に高い品質の結晶性が示された。 

つぎにシンクトロン X 線トポグラフィー観

察を行ったところ、種結晶の直上では結晶軸が

数度ずれたグレインが観察されたが、その他の

広い領域では、図２のように転位が 1 本も無い

領域が観察された。転位密度は 10cm-2 未満と

見積もられた。これは酸化ガリウムとして非常

に低い値である。 

本研究の一部は、NEDO 戦略的省エネプログ

ラム（JPNP12004）の支援によるものです。シ

ンクロトロン X 線トポグラフィーは九州シン

クロトロン光研究センター(SAGA-LS) BL-9 で

行いました。ご指導いただいた石地 耕太朗氏

(SAGA-LS)に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. (002)X 線ロッキングカーブ(a)VB 結晶、

(b)EFG 結晶。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  VB 結晶のシンクロトロン X 線トポグ

ラフィー像。回折ベクトル g=224。 
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